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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体のシリコン製の半導体領域にトレンチを形成するプラズマエッチング方法であ
って、該半導体領域上には該トレンチを形成するためのパターンを有するハードマスクが
設けられており、該方法は、
　前記被処理体を収容した処理容器内においてハロゲン含有ガス、Ｏ２ガス、及びＣＯガ
スを含む処理ガスのプラズマを生成して、前記半導体領域をエッチングする工程を含む、
プラズマエッチング方法。
【請求項２】
　前記半導体領域をエッチングする前記工程において前記処理容器内に供給される前記Ｏ

２ガスの流量は、前記ＣＯガスの流量以下である、
請求項１に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項３】
　前記半導体領域をエッチングする前記工程において前記処理容器内に供給される前記Ｏ

２ガスの流量は、
　前記ＣＯガスの流量に対して
　　前記Ｏ２ガスの流量：前記ＣＯガスの流量＝６：３０
　で規定される流量以上であり、
　　前記Ｏ２ガスの流量：前記ＣＯガスの流量＝１：１
　で規定される流量以下である、
請求項２に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項４】
　前記ハロゲン含有ガスは、ＨＢｒガス及びＮＦ３ガスのうち少なくとも一方を含む、請
求項１～３の何れか一項に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項５】
　前記半導体領域をエッチングする前記工程の後に、前記被処理体を収容した処理容器内
においてハロゲン含有ガス、Ｏ２ガス、及びＣＯガスを含む処理ガスのプラズマを生成し
て、前記半導体領域を更にエッチングする工程を更に含み、
　前記半導体領域を更にエッチングする前記工程における前記Ｏ２ガスの流量は、前記半
導体領域をエッチングする前記工程における前記Ｏ２ガスの流量よりも少ない、
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請求項１～４の何れか一項に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項６】
　前記半導体領域を更にエッチングする前記工程における前記ハロゲン含有ガスの流量は
、前記半導体領域をエッチングする前記工程における前記ハロゲン含有ガスの流量よりも
多い、
請求項５に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項７】
　前記ハードマスクは、前記半導体領域上に設けられたシリコン酸化層、該シリコン酸化
層上に設けられた多結晶シリコン層、及び、該多結晶シリコン層上に設けられたＴＥＯＳ
層を含む、請求項１～６の何れか一項に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項８】
　プラズマ処理装置の処理容器内で被処理体のシリコン製の半導体領域をエッチングして
該半導体領域にトレンチを形成するプラズマエッチング方法であって、
　前記半導体領域上に第１のシリコン酸化層、多結晶シリコン層、第２のシリコン酸化層
、及び、パターンを有する第１のマスクが設けられた前記被処理体を前記処理容器内に準
備する工程と、
　前記第１のマスクの前記パターンを転写するように前記第１のシリコン酸化層、前記多
結晶シリコン層、及び、前記第２のシリコン酸化層をエッチングして、ハードマスクを形
成する工程と、
　前記処理容器内にハロゲン含有ガス、Ｏ２ガス、及びＣＯガスを含む処理ガスを供給し
、前記ハードマスクのパターンを転写するように該処理ガスのプラズマにより前記半導体
領域をエッチングして、該半導体領域に溝を形成する第１のエッチング工程と、
を含む、プラズマエッチング方法。
【請求項９】
　前記第１のエッチング工程において前記処理容器内に供給される前記Ｏ２ガスの流量は
、前記ＣＯガスの流量以下である、請求項８に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項１０】
　前記第１のエッチング工程において前記処理容器内に供給される前記Ｏ２ガスの流量は
、
　前記ＣＯガスの流量に対して
　　前記Ｏ２ガスの流量：前記ＣＯガスの流量＝６：３０
　で規定される流量以上であり、
　　前記Ｏ２ガスの流量：前記ＣＯガスの流量＝１：１
　で規定される流量以下である、
請求項９に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項１１】
　前記第１のエッチング工程の後に、前記処理容器内にハロゲン含有ガス、Ｏ２ガス、及
びＣＯガスを含む処理ガスを供給し、該処理ガスのプラズマを生成して、前記半導体領域
を更にエッチングする第２のエッチング工程を更に含み、
　前記第２のエッチング工程における前記Ｏ２ガスの流量は、前記第１のエッチング工程
における前記Ｏ２ガスの流量よりも少ない、
請求項８～１０の何れか一項に記載のプラズマエッチング方法。
【請求項１２】
　前記第２のエッチング工程における前記ハロゲン含有ガスの流量は、前記第１のエッチ
ング工程における前記ハロゲン含有ガスの流量よりも多い、請求項１１に記載のプラズマ
エッチング方法。
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